















ELECTRICAL PROPERTIES OF Al2O3 INCORPORATED CeO2 COMPOSITION 








Al2O3 incorporated CeO2 composition spread films (Al2O3 molar fraction of 0.0 ~ 0.6) were prepared by 
RF magnetron sputtering using CeO2 and Al2O3 targets in the Ar ambient with 10% O2.  In order to prevent 
the induced crystallization of CeO2 from the neighboring crystallized region, stripe-shaped samples were 
prepared using the fixed island mask.  The annealing was performed in O2 or N2 at 500°C for 30 min.  In 
XRD spectra, the peaks of CeO2 spectra were less remarkable than those of the continuous film.  The leakage 
current densities of the sample annealed in O2 were lower than those annealed in N2 in the entire range of Al2O3 
molar fraction.   







































Ar と 10%の O2の混合気体中で行った）によって p-type Si 
[100] (1-10 Ωcm) 基板上に、モル分率 0.0 ~ 0.6 の Al2O3を
混合し、CeO2／Al2O3薄膜を作製した. 堆積条件を表 1に、
またコンビナトリアルスパッタ装置の堆積方法の概略念
図を図 1に示す. 初めに Step 1では、すだれ状の固定マス
クを用いて、21本のラインに分かれた CeO2層 0.16 nmを
成膜した. 続く Step 2では、すだれ状の固定マスクに加え
て、移動マスクをスライドさせながら膜厚が傾斜的に変化
した CeO2層を形成した. そして Step 3 では、基板を 180°
回転させ、すだれ状の固定マスクに加え、移動マスクをス
ライドさせながら、膜厚傾斜 Al2O3層を形成した. Step 1 ~ 
Step 3 までの 0.4 nmの成膜を 1 サイクルとして、合計 80
回繰り返し 32 nmの膜を堆積した. 図 2に実際の試料の写
真を示す. 堆積後、N2、O2 それぞれの雰囲気中で 500°C、
30分間のアニール処理を行った. アニール後、直径 100 μm
の穴の開いたマスクを用いて、膜表面上に Pt ドット電極
をスパッタリング法によって形成した. その後、Keithley 
4200 semiconductor characterization systemと Keithley 590 C-
V analyzer を用いて、I-V 特性、C-V 特性の測定を行った. 
 
















































































図 3 (a) O2、(b) N2雰囲気中でアニールした試料の 
XRDパターン 
(2) I-V特性 
図 4 に、(a) O2雰囲気中、(b) N2雰囲気中でアニールし
た試料の I-V 特性を示す. (a) O2 雰囲気中でアニールした
試料のリーク電流密度値は Al2O3 のモル分率の増加に伴
って減少した. (b) N2 雰囲気中でアニールした試料では、
Al2O3モル分率 0.0 ~ 0.2 で減少した後、モル分率 0.3で一
旦、上昇した. その後はモル分率 0.3 ~ 0.5 で再び減少した. 
より大きなバンドギャップを有する Al2O3 (Eg = 8.7 eV, k = 



























図 4 (a) O2、(b) N2雰囲気中でアニールした試料の 
I-V 特性  
 
(3) 電界強度-1MV/cm 時におけるI-V特性 
図 5 に O2、N2雰囲気中それぞれでアニールした試料の
電界-1MV/cm（ゲート電圧 3.2 V）時における I-V 特性の
比較図を示す. Al2O3のモル分率が 0.0 ~ 0.5 へ増加するに
伴い、O2 雰囲気中でアニールした試料のリーク電流密度
値は減少した。N2雰囲気中でアニールした試料では、Al2O3
モル分率 0.0 ~ 0.2 で減少した後、モル分率 0.3で一旦、上
昇した. その後はモル分率 0.3 ~ 0.5 で再び減少した. O2雰
囲気中でアニールした試料のリーク電流密度値は、N2 雰
囲気中でアニールした試料と比較して、全体的により低い









1.0 × 10-7 A/cm2, 8.3 × 10-8 A/cm2を示した. 以前の研究では、
CeO2 に対する Al2O3 モル分率 0.2 の混合がリーク電流密
度の減少に効果的であったが、今回の結果では、CeO2 に


















モル分率 0.0 ~ 0.4 において、O2雰囲気中でアニールした
試料の比誘電率は Al2O3モル分率の増加に伴って 14 から 
8 へ単調に減少した. しかしながら N2 雰囲気中でアニー
ルした試料では、Al2O3モル分率 0.0 ~ 0.2 において比誘電
率は 16 から 8 へ急速に減少した. これは、酸素との親和
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